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Gazes un skidras fazes nanodalinu sintezes un
parstrades tehnologijas, to optimizacija (1)

1. Varigjot sintézes rezimu, izgatavota nesteheometriska L|48|O4 paraug| radiacijas izturibas
pétijumiem LU Kimiskas fizikas institata. .
2. Optimizéta ZnO nanodalinu sintéze no ZnCl,

udensskiduma, reducéjot ar NH;.

Atkariba no NH, plismas atruma un temperatiras iegatas
dazadas formas ZnO dalinas




Gazes un skidras fazes nanodalinu sintézes un
parstrades tehnologijas, to optimizacija (ll)

Optimizéta ZnWO, nanodalinu sintézes o
metode. lzgatavoti ZnWQO, paraugi ar
dazadiem kristalitu izmériem <
luminiscento Tpasibu (LU CFI) un g
fotokatalitiskas aktivitates noteikSanai g
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Nanostruktureto metalu un to kompozitu plano slanu
elektrokimiska iegusana uz metalu pamatnem ()

Varigjot elektrolitu sastavu, pH, temperatiru un elektroizgulsnéSanas stravas stiprumu,
izstradata rentgenamorfu Co-Mo elektrokimiska plano kartinu uznesanas tehnologija uz
Cu pamatném. Elektrolits: CoSO,.7H,0 - 39,5 g/l; Na,MoO, 2H,0 — 29 g/l;
Na.C;H:0,.2H,0 - 70,5 g/l
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un Cu pamatni stabilizé zelta strukttru , novers
atomu diftziju, intermetalidu veido$anos un |auj
samazinat Au kartinas biezumu.



Nanostruktureto metalu un to kompozitu plano slanu

elektrokimiska iegusana uz metalu pamatnem (ll)

|zstradati Ni/Mo amorfu parklajumu uzneSanas panémieni uz Cu pamatnes. Parklajuma
fazu sastavu un komponentu attiecibu nosaka elektrolita pH.

Elektrolits:
NiSO,.7H,O — 168,59 g/, Na,MoO, 2H,0 — 1,2 g/l; Na;CzH;0,.2H,0 — 205,8 g/l

Ni/Mo kartinas saglaba rentgenamorfo struktiru termiska apstradeé Iidz 300 °C.
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Nanostruktureti keramiskie materiali
kodolsintézes energétikai (l)
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Litija ortosilikata, starota un nestarota, FTIS spektrs

4000

1. Noskaidrojot plazmaskimiska
sintéze (RTU NKI) ieguto
nesteheometriska sastava Li,SiO,
radiacijas parametrus, paradits:

a) nesteheometriska Li,SiO,
sadaliSanas pakape, ja absorbéta
doza ir 10,5 GGy, ir 1,5%, bet
steheometriska sastava Li,SiO, ta
sasniedz 10%;

b) augsto radiacijas izturtbu
materialos nodroSina efektivi notiekosi
primaro eksitonu dezaktivacijas
procesi defektéto dalinu virsmas slant;
c) radiacijas izturibas pieaugums
nodroSina art paréjo Li,SiO, lodisSu
parametru (gazveida produktu
izdalisanas, termiska stabilitate,
mehaniska izturiba) uzlabo$anos, kas
nepiecieSama materialu  praktiskas
lietojuma&  kodoltermiskas sintézes
iekartas.



Nanostruktureti keramiskie materiali kodolsintezes
energétikai (Il)

Analiz&jot radiacijas defektus un radiolizes veidoSanos un uzkrasanos Li,SiO, keramika
(EPR, FTIR, TSL spektri, XRD), izstradata kopgja litija ortosilikata radlollzes procesu
shéma.

Caurumu izcelsmes RD rekombinacija Elektronu izcelsmes RD rekombinacija
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Ferokoloidalo dalinu termoforezes metodikas
parbaude, magneéetisko nanodalinu sintéeze un testesana

legutas Fe,O; un CoFe, O, magnétiskas nanodalinas un ferokoloidi ar
paaugstinatam magnétiskas anizotropijas ipasSibam, kuras nestacionara
magnétiskas lauka panakta ievérojama energijas disipacija (lielaka par 100 W/g).

Modela eksperimentos paradits, ka magnétiskas karsésanas intensitate ir
pietieckama izmantosanai hipertermijai medicina véza slnu iznicinasanai.
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Heating intensity of samples at frequency 18 kHz:
1 - CoFe,0, (solid matrix), 2 - CoFe,O, (liquid matrix), 3 -
Fe;0, (liquid matrix). 3 - Fe;0, (solid matrix).

Magnetic hysteresis of ferrite nanoparticles in solid
matrix: 1 - CoFe,0, (hard), 2 - Fe;0, (soft)

M.Majorovs, G.Kronkalns, E.Blims (2009)



Aktivas ar elektromagnetisko lauku vadamas
nanosistemas (l)

|zveidots principiali jauna magnétiska
mikropeldétaja modelis, kurs balstas uz
lokana feromagnétiska filamenta
deformacijam mainigad magnétiska
lauka. Sadi filamenti tiek sintezéti,
saistot mikronu lielas funkcionalizétas
feromagnétiskas dalinas ar 1kb gariem
DNS fragmentiem. So stigu Tpasibas
eksperimentali noskaidrotas.

|zveidots lokanu feromagnétisku stigu
modelis, nemot véra to verpi.

Radtta jauna magnétiskas mikroreologijas
metode, kas balstas uz
supramagnétiskas stigas kustibas
mainiga magnétiska lauka.

Sadarbiba ar arzemju partneriem veikti
domenu dinamikas pétijumi
feromagnétiku planas pléevites.

Sintezétas fluorescejosas un
biosavienojamas magnétiskas

nanodalinas to lietojumiem biomedicina.

Pétijumi publicéti 6 rakstos citéjamos
zurnalos.
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Feromagnétiskas stigas kustiba perpendikulari mainigam
laukam. Bezdimensionala frekvence 300,
magnetoelastigais skaitlis 72



Aktivas ar elektromagnetisko lauku
vadamas nanosistemas (ll)
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Jaunu platzonas funkcionalu materialu plano kartinu sintézes
MOCVD metozu izstrade mikroelektronikai un optoelektronikai

Attistit augsta elektronu kustiguma tranzistoru (HEMT) struktdru iegGSanas MOCV tehnologiju; legit
uzdota biezuma robezas no18 [idz 26 nm Al Ga, , N (x=0.2-0.4) barjeras slanus.
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Monokristaliska GaN iegu$ana uz safira pamatnes : atomu gludas, bez makro plaisam
Monokristaliska Al, ;Ga, ;N ieglisana bez makro plaisam: slana biezuma vienmériba
AlGaN un GaN slanu atverSana harakterizacijai.

Slanu harakterizacija; Optiskas 1pasibas, elektriskas TpasSibas, atbilstiba HEMT izveidei

Lietojumi: Terahercu jaudas komutacijas ierices; satelitu sakari; daudzjoslu mobilie sakari; radari.



Jaunu platzonas funkcionalu materialu plano kartinu sintezes MOCVD

metozu izstrade mikroelektronikai un optoelektronikai (ll)
1. lzstradata tehnologija nelegéta GaN MOCVD epitaksijai uz AIN buferslana. Tas rada GaN

kristaliska rezg1 kompresijas spékus un tuvina rezga konstanti AIGaN rezda parametriem. GaN
slant neveidojas plaisas.

2. lzstradati rezimi Al, ,Ga, ;N barjeras slana epitaksijai ar uzdotu biezumu 20 — 30 nm. AFM
skanéjuma redzami mono atomu slani
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3. Plazmas stimulétai slanu selektivai kodinasanai, kura CFIl nav pieejama, izmantota alternativa
multislanu struktdru apaks$éjo slanu atsegSanas metodika. Materiala pakapeniska ablacija no virsmas ar
fokusétiem lazera impulsiem vienlaicigi registréjot materiala plazmas komponensu spektru. -

4. Izpétiti AIN un AlGaN kartinu fotoluminiscences spektri. Paradits, ka
piemaistijumu DA paru luminiscence ir maza salidzinot ar pasSvielas eksitonu
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5. Izpétita AlGaN barjeras slana elektrorezistance p [CV/kv]. | e ga-lo
TR . — . — C gmim —— oo T /
Elektrorezistivitates lielums 235 Q/kv, tas novirze no tas vidéjas vértibas /

neparsniedz 5%, kas liecina par augstu slana tirtbas un kristaliskas
struktlras sakartotibas pakapi.



Secinajumi

1. Valsts pétijumu programmas 5. projekta uzdevumi ir
izpilditi. Projekts veikts 4 zinatniskas institlicijas.
P&étijumu rezultati ir atspoguloti 24 zinatniskas
publikacijas (14 zinatniskos citéjamos zurnalos) un
zinoti 8 starptautiskas konferencés. Projekta kopuma
piedalijas 46 izpilditaji, to skaita 14 zinatnu doktori, 6
studenti.

2. lzstradatas nanodalinu, plano kartinu un magnétiska
mikropeldétaja iegi$anas tehnologijas, noskaidrotas to
Ipasibas un perspektivais lietojums optoelektronika,
elektronika, medicina, dzesésanas sistémas,
kodoltermiskas sintézes iekartas.

3. Attistot projekta izpilditaju sadarbibu ar uznémejiem,
nepieciesams veikt pasakumu kompleksu ieglto
materialu un izveidoto tehnologiju ievieSanu razoSana.
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